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本发明公开了一种在晶圆上形成层叠样式

的光耦结构，包括一晶圆、多个绝缘层与多个发

光器，其中，该晶圆上具有多个光接收器，且各该

光接收器的一侧面分别设有一光接收区域，另

外，各该绝缘层则会披覆至各该光接收器的一侧

面，且其上的透光区域至少能对应局部光接收区

域，再者，各该发光器分别位在各该绝缘层上，并

能通过对应的透光区域，而朝对应的光接收区域

方向投射光线，如此，本领域工作人员仅需在晶

圆上制作出多个光接收器、绝缘层与发光器所形

成的光耦半成品后，便能直接对晶圆上的各该光

耦半成品进行测试，以避免将不良的光耦半成品

制作为光耦合器。
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1.一种在晶圆上形成层叠样式的光耦结构，包括：

一晶圆，其上具有多个光接收器，各该光接收器的一侧面分别设有一光接收区域；

多个绝缘层，分别披覆至各该光接收器的一侧面，且分别设有一透光区域，各该透光区

域至少能分别对应到各该光接收器的局部光接收区域；及

多个发光器，分别位于各该绝缘层上，且能通过对应的透光区域，而朝对应的光接收区

域方向投射光线。

2.根据权利要求1所述的光耦结构，其中，所述绝缘层整体为透光材质制成。

3.根据权利要求1所述的光耦结构，其中，所述绝缘层整体为不透光材质制成，且其上

开设有镂空孔，所述镂空孔作为所述绝缘层的透光区域。

4.根据权利要求1所述的光耦结构，其中，所述绝缘层整体为透光材质制成，且非透光

区域的位置披覆有一不透光膜层。

5.根据权利要求1所述的光耦结构，其中，所述绝缘层由不透光材质与透光材质两者结

合而成，且透光材质作为所述绝缘层的透光区域。

6.根据权利要求1至5中任一项所述的光耦结构，其中，所述发光器设有至少一个第一

连接脚位。

7.根据权利要求6所述的光耦结构，其中，所述发光器通过一透光黏胶固定至所述绝缘

层上，且所述透光黏胶的折射率介于所述发光器的基板折射率与所述绝缘层折射率两者之

间。

8.根据权利要求7所述的光耦结构，其中，所述晶圆上相邻的两个光接收器之间设有一

切割道。

9.根据权利要求8所述的光耦结构，其中，所述光接收器具有两个感光单元，其中一感

光单元作为接收组件，另一感光单元作为参考组件，且所述参考组件围绕所述接收组件设

置。

10.根据权利要求2或4所述的光耦结构，其中，所述绝缘层非对应透光区域的位置设有

一反射层。
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在晶圆上形成层叠样式的光耦结构

技术领域

[0001] 本发明涉及光耦合器的前置结构，尤其涉及一种能够直接在晶圆上形成光耦半成

品，以供本领域工作人员直接进行良劣测试的光耦结构。

背景技术

[0002] 一般而言，光耦合器(optical  coupler，或称光电耦合器、光隔离器及光电隔离

器)是以光(如：可见光、红外线)作为媒介来传输电讯号的光电转换组件，其大致由光接收

器与发光器共同封装而成，且该光接收器与发光器两者之间除了光线之外，不会有任何电

气或实体连接。

[0003] 目前光耦合器普遍分为“左右式结构”与“上下式结构”，现简单说明如下，请参阅

图1所示的“左右式结构”，发光器11与光接收器12分属于光耦合器1内的左右相对位置，其

中，发光器11与光接收器12分别设在不同支架13A、13B上，且该两个支架13A、13B彼此相隔

一间距，而不会相碰触，如此，发光器11即能朝光接收器12的方向投射出光线。

[0004] 另外，请参阅图2所示的“上下式结构”，发光器21与光接收器22分属于光耦合器2

内的上下相对位置，其中，发光器21与光接收器22亦分别设在不同支架23A、23B上，且该两

个支架23A、23B彼此相隔一间距，而不会相碰触，如此，发光器21即能朝光接收器22的方向

投射出光线。然而，无论是“左右式结构”或“上下式结构”的光耦合器1、2，普遍会面临发光

器11、21与光接收器12、22两者距离过远、对位不易及封装对位影响良率等困扰。

[0005] 除了上述问题之外，由于光耦合器主要作动组件为发光器与光接收器，且发光器

与光接收器两者之间的耦合效果，会受到相对位置误差的影响，但是，耦合效果的良劣确需

等到光偶合器制作完成才被决定，因此，现有的光耦合器大多是在封装完成为独立产品后，

本领域工作人员才能对光耦合器进行检测，此时，若耦合效果不佳，则会造成封装成本白白

浪费，甚为可惜。

[0006] 综上所述可知，现有“左右式结构”与“上下式结构”的光耦合器，结构上仍有其缺

失，且仅能在生产为独立产品后才能够进行测试，因此，如何设计出一种新的结构，以有效

解决上述问题，即成为本发明所欲解决的重要课题。

发明内容

[0007] 有鉴于已知光耦合器在生产上与结构上，仍有不尽完美之处，因此，发明人经过长

久努力研究与实验，终于开发设计出本发明的一种在晶圆上形成层叠样式的光耦结构，以

期望通过本发明能有效解决上述问题。

[0008] 本发明的一目的，是提供一种在晶圆上形成层叠样式的光耦结构，该晶圆上设有

多个光接收器、多个绝缘层与多个发光器，其中，各该光接收器的一侧面分别设有一光接收

区域，且各该绝缘层会披覆至各该光接收器的一侧面，其上分别设有一透光区域，各该透光

区域至少能分别对应到局部的光接收区域，又有，各该发光器则会分别位于各该绝缘层上，

并通过对应的透光区域，而朝对应的光接收区域方向投射光线，以形成一光耦半成品，如
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此，由于该光耦半成品是直接设于晶圆上，故，本领域工作人员能够在对晶圆进行切割前，

即对这些光耦半成品进行测试，以淘汰不良的光耦半成品，进而提高后续将光耦半成品制

成光耦合器的生产良率。

附图说明

[0009] 为便于对本发明目的、技术特征及其功效，做更进一步的认识与了解，现举实施例

配合附图，详细说明如下：

[0010] 图1是已知左右式结构的光耦合器示意图；

[0011] 图2是已知上下式结构的光耦合器示意图；

[0012] 图3是本发明的晶圆示意图；

[0013] 图4是本发明的光耦半成品示意图；

[0014] 图5是本发明的光耦合器示意图；及

[0015] 图6是本发明的二感光组件示意图。

[0016] 图中：

[0017] 已知：

[0018] 光耦合器  1、2         发光器  11、21

[0019] 光接收器  12、22        支架  13A、13B、23A、23B

[0020] 本发明：

[0021] 晶圆  3               光耦半成品  3A    光接收器  31

[0022] 感光单元  313A、313B   光接收区域  311    第二连接脚位  312

[0023] 绝缘层  33            发光器  35         第一连接脚位  351     切割道  37

[0024] 支架  38A、38B

具体实施方式

[0025] 本发明是一种在晶圆上形成层叠样式的光耦结构，请参阅图3所示，在一实施例

中，一晶圆3上具有多个光接收器31，在此特别一提的，在硅晶圆片上制成具有多层线路与

组件的技术手段，为已知技术，故在此不予赘述，只要该晶圆3上能形成各该光接收器31的

相关电路即可。此外，本发明所称晶圆3亦包括未完全切单的部分晶圆样式，意即，只要硅晶

圆片上能形成多个光接收器31即属本发明的晶圆3。

[0026] 再请参阅图3所示，各该光接收器31的一侧面分别设有一光接收区域311，以能接

收外界传来的光线，又有，多个绝缘层33能分别披覆至各该光接收器31的一侧面，且各该绝

缘层33分别设有一透光区域，各该透光区域能对应至局部的光接收区域311，现简单说明本

发明的绝缘层33所具有的形式：

[0027] (1)该绝缘层33整体为透光材质(如：玻璃、塑料、绝缘油、云母(MICA)、碳化硅

(SiC)、氮化硅(Si3N4)等)制成，以自然形成该透光区域；

[0028] (2)该绝缘层33整体为不透光材质制成，且对应到全部或局部光接收区域311的位

置，开设有镂空孔，以形成该透光区域；

[0029] (3)该绝缘层33整体为透光材质制成，且对应到全部或局部光接收区域311以外的

位置，披覆有不透光膜层；
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[0030] (4)该绝缘层33由不透光材质与透光材质两者结合而成，且透光材质位于对应全

部或局部光接收区域311的位置，以形成该透光区域。

[0031] 再请参阅图3所示，多个发光器35(如：LED)分别位在各该绝缘层33上，为能达成良

好绝缘效果，该发光器35的面积不大于绝缘层33的面积，又有，在该实施例中，该发光器35

能通过一透光黏胶固定至该绝缘层33上，但在本发明的其它实施例中，并不以此为限，本领

域工作人员能根据产品需求，采用其它固定方式。该发光器35能通过对应的透光区域，而朝

对应的光接收区域311方向投射光线，意即，只要该发光器35所产生的光线能穿透绝缘层

33，并被对应的光接收器31所接收到即可，至于光接收区域311、透光区域及发光器35的发

光范围则能根据实际产品需求进行调整，在此一并说明。另外，当该发光器35是以透光黏胶

固定至绝缘层33时，该透光黏胶的折射率会介于该发光器35的基板(如：LED基板)折射率与

该绝缘层33折射率两者之间，如此，该光接收器31、绝缘层33与发光器35便能够形成一光耦

半成品3A，再请参阅图4及图5所示，本领域工作人员只要对该晶圆3进行切割，便能取得多

个光耦半成品3A(如图4所示)，之后，再对各个光耦半成品3A进行后续加工，即可形成光耦

合器(如图5所示)。

[0032] 再请参阅图3所示，在该实施例中，该晶圆3上相邻的两个光接收器31之间会设有

一切割道37，本领域工作人员仅需对各该切割道37进行切割，即可避免伤害到光接收器31，

但，在本发明的其它实施例中，该晶圆3亦可不设有切割道37，只要在切割晶圆3后，所形成

的光耦半成品3A能具有预期功效即可。另外，该发光器35能设有至少一个第一连接脚位

351，该第一连接脚位351能供后续生产光耦合器时，使该发光器35与一支架38A上的对应电

路相电气连接(如图5所示)，又有，该光接收器31也能设有至少一个第二连接脚位312，该第

二连接脚位312能供后续生产光耦合器时，使该光接收器31与另一支架38B上的对应电路相

电气连接(如图5所示)。

[0033] 再者，请参阅图3及图6所示，在该实施例中，该光接收器31能具有两个感光单元

313A、313B，这些感光单元313A、313B能形成该光接收区域311，其中，该感光单元313A能作

为接收组件，意即，该感光单元313A主要用以接收发光器35的光线，另一感光单元313B则作

为参考组件，且该参考组件围绕该接收组件设置(如图6所示)，以提高光耦合器在运作上的

正确性与灵敏性。此外，为能提高光接收器31的收光效率，该绝缘层33能够设有散射结构，

例如，在绝缘层33设有沟槽、斜面等，或是在绝缘层33内埋设颗粒，或者在绝缘层33或光接

收器31的非对应透光区域的位置设有反射层，以能反射或折射该发光器35所发出的光线。

[0034] 综上所述可知，通过本发明的整体结构，本领域工作人员能够直接在晶圆3上形成

层叠样式的光耦半成品3A，并在晶圆3进行切割前，直接对每一个光耦半成品3A进行测试，

以检查光接收器31与发光器35是否能正常运作，如此，不仅能提高测试上的便利性，且不良

的光耦半成品3A即会被淘汰而不需进行后续光耦合器的相关封装工艺，以避免耗费生产光

耦合器所需的其它材料，相较已知光耦合器仅能在封装为独立产品后才能进行测试而言，

本发明显然能有效降低生产成本。除此之外，由于本案的光接收器31与发光器35两者是由

绝缘层33相隔开，此种设计，对于已知“左右式结构”或“上下式结构”的光耦合器来说，本领

域工作人员仅需控制绝缘层33的厚度，便能够有效缩减光耦合器的整体体积，且光接收器

31与发光器35两者对位上，亦较“上下式结构”的光耦合器的悬空对位更为容易与精准，令

本发明的光耦半成品3A在后续制造成光耦合器时，具有更佳的生产良率。
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[0035] 以上所述，仅是本发明的较佳实施例，但，本发明所主张的权利范围，并不局限于

此，凡熟悉该项技艺人员，依据本发明所揭露的技术内容，可轻易思及的等效变化，均应属

不脱离本发明的保护范畴。
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图1

图2
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图3
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图4

图5
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图6
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